4. Двумерные системы.
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В данной работе впервые изучен микроволновый отклик латерального туннельного точечного контакта, созданного на основе высокоподвижного двумерного электронного газа (ДЭГ) в GaAs квантовой яме, и обнаружен гигантский рост (достигающий двух порядков) его кондактанса под воздействием микроволнового поля частотой 110 - 170 ГГц и мощностью около (1-10) мВт/см2, соответствующей относительно слабым электрическим полям порядка 1 В/см. Экспериментальный образец представлял собой холловский мостик изготовленный из GaAs квантовой ямы толщиной 12.5 нм, содержащей высокоподвижный двумерный электронный газ, имеющим электронную концентрацию Ns = (7-8)·1011 см-2, подвижность μ = 1.5·106 см2/Вс и длину свободного пробега около 30 μm. В центре мостика на его поверхности  с помощью электронной литографии создавался металлический затвор, имеющий резкое сужение, ширина которого равна 0.1 μm - 0.15 μm. Такая форма затвора позволяет реализовать одномерную короткую баллистическую проволоку (0.1 - 0.2) μm в открытом режиме (кондактанс G > 2e2/h) и столь же короткий туннельный барьер в закрытом режиме (G << 2e2/h) [1]. Кондактанс описанного микроконтакта измерялся в обоих режимах под воздействием микроволнового излучения в диапазоне частот от 110 ГГц до 170 ГГц при температурах 1.5 - 4.2 К. Это излучение передавалось по волноводу, на конце которого размещался экспериментальный образец. При всех значениях кондактанса, то есть в открытом (G0 ≥ 2e2/h) и туннельном (G0 << 2e2/h) режимах, наблюдается его рост под воздействии микроволнового излучения. Причем особенно сильный эффект наблюдается в туннельном режиме: для значений темнового кондактанса G0 = (10-6 - 10-7) Ом-1 рост достигает двух порядков. С увеличением величины темнового кондактанса эффект уменьшается и в открытом режиме он растет всего на 10%-20%. В заключительной части работы проведен сравнительный анализ описанных экспериментальных результатов и двух различных предложенных недавно теорий: одной, объясняющей эффект фотонно-стимуллированным туннелированием через  короткий одномерный туннельный барьер; и другой, в которой предполагается неизменность туннельного барьера, а резкий рост кондактанса считается связанным с появлением неравновесной добавки к функции распределения, возникающей под воздействием микроволнового поля. Этот анализ показывает, что обе теории достаточно хорошо описывают эксперимент, причем и первая и вторая указывают на эффект сильного (на порядок) возрастания электрического поля волны в окрестности контакта. 
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